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(57) Zusammenfassung: Ausleseschaltung fir eine dyna-
mische Speicherschaltung, wobei Speicherzellen (1) eines
Speicherzellenfeldes tber Wortleitungen (WLT, WLC) und
Bitleitungen (BLT, BLC) adressierbar sind, wobei die Bitlei-
tungen (BLT, BLC) in Bitleitungspaare (BLP1, BLP2) orga-
nisiert sind, wobei Speicherkapazitaten (C) der Speicher-
zellen (1) jeweils mit einer Bitleitung (BLT, BLC) eines Bit-
leitungspaares (BLP1, BLP2) durch Aktivieren einer Wort-
leitung verbindbar sind,

wobei eine Vertauschungsschaltung (4) vorgesehen ist,
die mit jeder der Bitleitungen (BLT, BLC) zweier Bitleitungs-
paare (BLP1, BLP2) verbunden sind und eine erste Daten-
ausgangsleitung (DQ1T), eine zur ersten benachbarte
zweite Datenausgangsleitung (DQ1C), eine zur zweiten
benachbarte dritte Datenausgangsleitung (DQ2T) und eine
zur dritten benachbarte vierte Datenausgangsleitung
(DQ2C) aufweist, wobei die Vertauschungsschaltung (4) so
gestaltet ist,

um die mit den Speicherkapazitaten (C) verbundenen Bit-
leitungen (BLT, BLC) an die zweite (DQ1C) und die dritte
Datenausgangsleitung (DQ2T) anzulegen und um die nicht
mit den Speicherzellen verbundenen Bitleitungen an die
erste (DQ1T) und die vierte Datenausgangsleitung (DQ2C)
anzulegen, wobei jeweils Ausleseverstarker (10, 11, 12)
zum Verstarken eines Potentialunterschiedes auf einer ers-
ten Leitung und einer zweiten Leitung vorgesehen sind, wo-
bei ein erster Ausleseverstarker (10) mit der ersten (DQ1T)
und der zweiten Datenausgangsleitung (DQ1C), ein zwei-
ter Ausleseverstarker ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ausleseschaltung
fur eine dynamische Speicherschaltung.

[0002] Dynamische  Speicherschaltungen, wie
DRAMSs, weisen Speicherzellen mit Speicherkapazi-
taten auf, deren Ladung mit einer Wortleitung schalt-
bar auf eine Bitleitung anlegbar ist. Um die geringe
Ladung einer Speicherkapazitat detektieren zu kon-
nen, werden Ausleseverstarkerschaltungen verwen-
det, die einen geringen Ladungsunterschied zwi-
schen einer Bitleitung und ihrer benachbarten Bitlei-
tung detektieren kénnen. Dabei verstarken sie den
geringen Potentialunterschied der beiden benach-
barten Bitleitungen, und die Bitleitung mit dem niedri-
geren Potential wird auf ein niedriges Potential
(Low-Potential) und die Bitleitung mit dem héheren
Potential (High-Potential) auf ein hohes Potential ge-
zogen.

[0003] Beim Auslesen von Daten aus den Speicher-
zellen kénnen Fehler auftreten, wenn eine Speicher-
zelle mit einem starken Signal (d.h. grosse in der
Speicherkapazitat gespeicherte Ladung) neben einer
Speicherzelle mit einem schwachen Signal (geringe
gespeicherte Ladung) liegt. Da die Ausleseverstarker
das starke Signal schneller verstarken, kann es vor-
kommen, dass der auftretende Potentialhub auf der
Bitleitung an der Zelle mit dem starken Signal dazu
fuhrt, dass eine benachbarte Bitleitung durch Kopp-
lung ebenfalls einen Potentialhub erfahrt. Gehort die-
se Bitleitung zu einem Bitleitungspaar an einer Spei-
cherzelle mit einem schwachen Signal so kann die
Kopplung des starken Signals auf die benachbarte
Bitleitung dazu fiihren, dass sich die zu verstarkende
Potentialdifferenz umkehrt und die Speicherzelle mit
dem schwachen Signal in die falsche Richtung entwi-
ckelt wird. Dies kann beim Auslesen dazu fihren,
dass aus der Speicherzelle mit dem schwachen Sig-
nal ein fehlerhaftes Datum ausgelesen wird.

Aufgabenstellung

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Ausleseschaltung zur Verfugung zu stel-
len, bei der die Wahrscheinlichkeit beim Auslesen
von Speicherzellen einen Fehler aufgrund Signalu-
bersprechens zu erhalten, reduziert ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Ausleseschal-
tung nach Anspruch 1 geldst.

[0006] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den abhangigen Anspriichen angege-
ben.

[0007] Erfindungsgemass ist eine Ausleseschaltung
fur eine dynamische Speicherschaltung vorgesehen.
Die Speicherzellen des Speicherzellenfeldes sind da-
bei Uber Wortleitungen und Bitleitungen adressierbar,
wobei die Bitleitungen in Bitleitungspaare organisiert
sind. Die Speicherkapazitaten der Speicherzellen
sind jeweils mit einer Bitleitung eines Bitleitungspaa-
res durch Aktivieren einer Wortleitung verbindbar. Es

ist weiterhin eine Vertauschungsschaltung vorgese-
hen, die mit den Bitleitungen zweier Bitleitungspaare
verbunden ist, und die eine erste Datenausgangslei-
tung, eine zur ersten benachbarte zweite Datenaus-
gangsleitung, eine zur zweiten benachbarte dritte
Datenausgangsleitung und eine zur dritten benach-
barten vierte Datenausgangsleitung aufweist. Die
Vertauschungsschaltung ist so geschaltet, um die mit
den Speicherkapazitaten verbundenen Bitleitungen
an die zweite und die dritte Datenausgangsleitung
anzulegen und um die nicht mit den Speicherzellen
verbundenen Bitleitungen an die erste und die vierte
Datenausgangsleitung anzulegen. Weiterhin sind
Ausleseverstarker zur Verstarkung eines Potential-
unterschiedes zwischen zwei Leitungen vorgesehen.
Ein erster Ausleseverstarker ist mit der ersten und
der zweiten Datenausgangsleitung, ein zweiter Aus-
leseverstarker mit der zweiten und der dritten Daten-
ausgangsleitung und einer dritter Ausleseverstarker
mit der dritten und der vierten Ausgangsleitung ver-
bunden.

[0008] Die erfindungsgemale Ausleseschaltung
weist fir jedes Bitleitungspaar einen Ausleseverstar-
ker auf, um Ladungsunterschiede auf den benach-
barten Bitleitungen eines Bitleitungspaares gegen-
einander zu verstarken. Zwischen benachbarten Bit-
leitungen, auch von verschiedenen Bitleitungspaa-
ren, kommt es zu einer Signalkopplung insbesondere
bei Potentialdnderungen, wie sie beim Verstarken
des Potentialunterschiedes auf den Bitleitungen
durch den Ausleseverstarker auftreten.

[0009] Im Normalfall liegen die Bitleitungen, an de-
nen die Ladung der Speicherkapazitat einer Spei-
cherzelle angelegt wird, und Bitleitungen, an denen
keine Speicherkapazitat angelegt worden ist, ab-
wechselnd nebeneinander. Sind in zwei benachbar-
ten Speicherzellen, die gleichen Informationen (ent-
weder eine hohe Ladung oder eine niedrige Ladung)
gespeichert, so werden die Bitleitungen abwechselnd
auf ein hohes bzw. ein niedriges Potential gezogen.
Ist die Speicherkapazitat auf Grund von Schwankun-
gen im Herstellungsprozess kleiner als die Ubliche
Speicherkapazitat der Ubrigen Speicherzellen oder
hat eine Zelle wegen Leckmechanismen Ladung ver-
loren, so ist der Ladungsunterschied auf den benach-
barten Bitleitungen des entsprechenden Bitleitungs-
paares geringer und der Ausleseverstarker hat eine
langere Ansprechzeit. Ist an einem Bitleitungspaar,
das dazu benachbart ist, eine ,starke" Speicherzelle
mit einer hohen Ladungsspeicherkapazitat ange-
schlossen, so reagiert der Ausleseverstarker an die-
sem Bitleitungspaar schneller und trennt die Potenti-
ale der benachbarten Bitleitungen dieses Bitleitungs-
paares schneller. Der Spannungshub kann zu einem
Signaltibersprechen fihren, das die Ladung einer der
Bitleitungen des Bitleitungspaares mit der geringeren
Speicherkapazitat so verandert wird, dass sich die
Ladungsdifferenz auf dem Bitleitungspaar umkehrt
und der Ausleseverstarker die Potentiale in die ver-
kehrte Richtung trennt. Dies fuhrt dazu, dass eine fal-
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sche Information aus der Speicherzelle ausgelesen
wird.

[0010] Um dies zu vermeiden, ist erfindungsgemaf
ein weiterer Ausleseverstarker vorgesehen, der sich
zwischen zwei benachbarten Bitleitungen von unter-
schiedlichen Bitleitungspaaren befindet. Zudem wird
eine Vertauschungsschaltung vorgesehen, um je-
weils die Bitleitung, an der durch Aktivieren der Wort-
leitung die Speicherkapazitat angelegt ist, mit dem
weiteren Ausleseverstarker zu verbinden. Auf diese
Weise liegen an dem weiteren Ausleseverstarker die-
jenigen Bitleitungen an, auf die die Ladungen der je-
weiligen Speicherkapazitat geflossen sind.

[0011] Sind beim Aktivieren der Wortleitungen beide
Speicherzellen mit unterschiedlichen Ladungen, d.h.
unterschiedlichen Informationen belegt, so trennen
sowohl die Ausleseverstarker an den Bitleitungspaa-
ren als auch der weitere Ausleseverstarker zwischen
zwei benachbarten Bitleitungen von verschiedenen
Bitleitungspaaren die Potentiale, so dass der weitere
Ausleseverstarker die Trennung der Potentiale auf ei-
nem Bitleitungspaar unterstitzt.

[0012] Sind in beiden Speicherzellen gleiche Infor-
mationen gespeichert, so erfahren die beiden Bitlei-
tungen, die mit dem weiteren Ausleseverstarker ver-
bunden sind, jeweils einen Ladungshub um die La-
dung einer Speicherzelle, wobei ein Potentialunter-
schied auf den beiden Bitleitungen z.B. durch eine
unterschiedliche Grdsse der Speicherkapazitaten
auftreten kann. Der Potentialunterschied zwischen
starkem und schwachem Signal ist immer kleiner als
der Potentialunterschied zwischen der Bitleitung mit
dem starken Signal und der Bitleitung ohne angeleg-
te Speicherkapazitat, so dass der weitere Auslese-
verstarker die Ladungstrennung wesentlich langsa-
mer vollzieht als der Ausleseverstarker fur das Start-
signal. In der Zwischenzeit wird das Potential auf den
jeweils benachbarten Bitleitungen der beiden Bitlei-
tungspaare durch die daran angebrachten Auslese-
verstarker verstarkt, und die Potentiale der benach-
barten Bitleitungen von verschiedenen Bitleitungs-
paaren erhéht bzw. erniedrigt und somit die Ladungs-
trennung des weiteren Ausleseverstarkers unter-
druckt.

[0013] Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass
eine erste und eine zweite Wortleitung vorgesehen
ist, wobei die erste Bitleitung des jeweiligen Bitlei-
tungspaares mit den entsprechenden Speicherkapa-
zitdten durch Aktivieren der ersten Wortleitung ver-
bindbar ist und die zweite Bitleitung des jeweiligen
Bitleitungspaares mit den entsprechenden Speicher-
kapazitaten durch Aktivierung der zweiten Wortlei-
tung verbindbar ist. Die Vertauschungsschaltung ist
so gestaltet, um bei Aktivierung der ersten Wortlei-
tung die ersten Bitleitungen der zwei Bitleitungspaare
auf die zweite und die dritte Datenausgangsleitung
und die zweiten Bitleitungen auf die erste und die
vierte Datenausgangsleitung anzulegen und bei Akti-
vierung der zweiten Wortleitung die zweiten Bitleitun-
gen der zwei Bitleitungspaare auf die zweite und die

dritte Datenausgangsleitung und die ersten Bitleitun-
gen auf die erste und die vierte Datenausgangslei-
tung anzulegen. Die Vertauschungsschaltung kann
dabei durch getrennte Steuersignale oder auch durch
das Wortleitungsaktivierungssignal zum Aktivieren
der jeweiligen Wortleitung aktiviert werden. Wesent-
lich ist, dass die Speicherzellen, die durch die Wort-
leitung aktiviert werden, auf die zweite und dritte Da-
tenausgangsleitung angelegt werden, d.h. die mittle-
ren beiden Datenausgangsleitungen. Dies ist not-
wendig, damit der weitere Ausleseverstarker im Falle
von unterschiedlichen Informationsinhalten von be-
nachbarten Speicherzellen das Auslesen der Infor-
mation unterstiitzen kann.

[0014] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Trei-
berstéarke des zweiten Ausleseverstarkers geringer
ist als die Treiberstarke des ersten und/oder dritten
Ausleseverstarkers. Auf diese Weise kann vermie-
den werden, dass bei zwei durch die Wortleitung ak-
tivierten Speicherzellen gleichen Inhalts und unter-
schiedlich grossen Speicherkapazitaten, der dadurch
bewirkte Potentialunterschied auf den benachbarten
Bitleitungen verschiedener Bitleitungspaare zu einer
Trennung dieser Ladung fihrt, bevor die an den Bit-
leitungspaaren angeschlossenen Ausleseverstarker
die Ladungstrennung vornehmen. Dabei wird die Bit-
leitung, an der die schwéachere Speicherzelle, d.h. die
Speicherzelle mit der niedrigeren Kapazitat ange-
schlossen ist, auf ein niedriges Potential gezogen
wird. Ist die Treiberstarke des zweiten Auslesever-
starkers geringer, so wird diese Ladungstrennung je-
doch durch die schnellere Potentialunterschiedsver-
starkung des ersten und des dritten Ausleseverstar-
kers unterbunden, da diese eine hohere Treiberstar-
ke aufweisen.

[0015] Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass
zwischen der ersten Datenausgangsleitung und der
vierten Datenausgangsleitung eine Potentialaus-
gleichsschaltung vorgesehen ist, um abhangig von
einem Ausgleichssteuersignal die Potentiale zwi-
schen der ersten Datenausgangsleitung und der vier-
ten Datenausgangsleitung auszugleichen. Diese
Ausgleichseinrichtung dient bei gleichen Inhalten der
ausgelesenen Speicherzellen dazu, um den ersten
und den dritten Ausleseverstarker dahingehend zu
unterstiitzen, das Potential der zweiten und dritten
Bitleitung gegen das Streben des zweiten Auslese-
verstarkers, diese Potentiale auseinander zu sprei-
zen, zu erhdhen. Damit wird erreicht, dass der erste
und der dritte Ausleseverstarker gegenitber dem
zweiten Ausleseverstarker unterstitzt werden, so
dass der unerwiinschte Effekt des zweiten Auslese-
verstarkers, namlich die Potentialtrennung, besser
unterbunden werden kann.

[0016] Die Erfindung wird im folgenden Anhand ei-
ner bevorzugten Ausfiihrungsform naher erlautert.
Es zeigen:

[0017] Fig. 1a die Schaltung einer herkdmmlichen
Ausleseschaltung;

[0018] Fig. 1b ein Zeitdiagramm fur eine herkdmm-
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liche Ausleseschaltung;

[0019] Fig.2 eine schematische Darstellung der
Anordnung der herkdmmlichen Ausleseschaltungen
im Zellenfeld;

[0020] Fig. 3a eine Ausleseschaltung gemass einer
bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung;

[0021] Fig. 3b ein Zeitdiagramm fir die erfindungs-
gemasse Ausleseschaltung nach Fig. 3a; und

[0022] Fig.4 eine schematische Darstellung der
Anordnung der erfindungsgemassen Ausleseschal-
tung im Zellenfeld.

Stand der Technik

[0023] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem dy-
namischen Speicher gemaf dem Stand der Technik
mit einem Bitleitungspaar BLP,, BLP, mit der ersten
Bitleitung BLT und der zweiten Bitleitung BLC. Die
Bitleitungen BL werden von zwei Wortleitungen WLT,
WLC gekreuzt, wobei Speicherzellen 1 alternierend
angeordnet sind. D.h. an eine Speicherzelle 1 ist an
dem Kreuzungspunkt zwischen der ersten Bitleitung
BLT und der ersten Wortleitung WLT angeordnet und
eine zweite Speicherzelle an dem Kreuzungspunkt
zwischen der zweiten Bitleitung WLC und der zweiten
Wortleitung WLC. An den Kreuzungspunkten zwi-
schen der ersten Bitleitung BLT und der zweiten
Wortleitung WLT sowie an dem Kreuzungspunkt zwi-
schen der zweiten Bitleitung BLC und der ersten
Wortleitung WLC sind keine Speicherzellen angeord-
net.

[0024] Die Speicherzelle 1 weist einen Transistor T
und einen Speicherkondensator C auf. Ein Steuer-
eingang des Transistors T ist mit der jeweiligen Wort-
leitung WLT, WLC verbunden. Ein erster Anschluss
des Transistors T ist mit der jeweiligen Bitleitung BLT,
BLC und ein zweiter Anschluss des Transistors T mit
einem ersten Anschluss des Speicherkondensators
C verbunden. Ein zweiter Anschluss des Speicher-
kondensators C liegt auf einem vorbestimmten Po-
tential, z.B. einem Massepotential oder einem Mitten-
potential, das zwischen einem hohen und einem
niedrigen Versorgungsspannungspotential liegt.
[0025] Jede der Bitleitungen BLT, BLC ist Giber einen
Schalter 2 mit dem Ausleseverstarker 3 verbunden.
Die Schalter 2 werden durch ein Schaltsignal MUX
gesteuert, das vorzugsweise eine kurze Zeit nach
dem Aktivieren der Wortleitung WLT, WLC durch das
Wortleitungsaktivierungssignal aktiviert wird. Der
zeitliche Versatz zwischen dem Aktivieren der Wort-
leitung WLT, WLC und dem Schalten der Schaltein-
richtungen 2 bestimmt sich nach der Zeit, in der die
Ladungen von dem Speicherkondensator bei geoff-
netem Transistor T auf die entsprechende Bitleitung
BLT, BLC fliessen.

[0026] Der Ausleseverstarker 3 weist einen ersten
N-Kanaltransistor N1, einen zweiten N-Kanal-Tran-
sistor N2, einen ersten P-Kanal-Transistor P1 und ei-
nen zweiten P-Kanal-Transistor P2 auf.

[0027] Der erste N-Kanal-Transistor N1 ist mit sei-

nem ersten Anschluss mit der ersten Bitleitung BLT,
mit seinem Steueranschluss mit der zweiten Bitlei-
tung und mit einem zweiten Anschluss mit einem
nset-Signal nset verbunden. Der zweite N-Ka-
nal-Transistor N2 ist mit einem ersten Anschluss mit
der zweiten Bitleitung BLC, mit einem Steueran-
schluss mit der ersten Bitleitung BLT und mit einem
zweiten Anschluss mit dem nset-Signal nset verbun-
den.

[0028] Der erste P-Kanal-Transistor P1 ist mit ei-
nem ersten Anschluss mit der ersten Bitleitung BLT,
mit einem Steuersignalanschluss mit der zweiten Bit-
leitung BLC und mit einem zweiten Anschluss mit ei-
nem pset-Signal pset verbunden. Der zweite P-Ka-
nal-Transistor P2 ist mit einem ersten Anschluss mit
der zweiten Bitleitung BLC mit einem Steuersignalan-
schluss mit der ersten Bitleitung BLT und mit einem
zweiten Anschluss mit dem pset-Signal pset verbun-
den.

[0029] Die durch beiden N-Kanal-Transistoren N1,
N2 und die beiden P-Kanal-Transistoren P1 und P2
gebildete Verstarkerschaltung ist in der Lage, geringe
Ladungsunterschiede auf den benachbarten Bitlei-
tungen zu trennen. Nachfolgend wird angenommen,
dass das Potential der ersten Bitleitung BLT hoher ist
als das Potential der zweiten Bitleitung BLC. Das ho-
here Potential der ersten Bitleitung BLT bewirkt Gber
den zweiten n-Kanal-Transistor N2 ein Absinken des
Potentials der zweiten Bitleitung BLC auf ein Masse-
potential, das von dem nset-Signal nach dem Schal-
ten von einem Mittenpotential VBLEQ auf das
Massepotential GND zur Verfiigung gestellt wird. Da-
durch kommt es nicht mehr zu einem Durchschalten
des ersten n-Kanal-Transistors N1, so dass das Po-
tential der ersten Bitleitung BLT zunachst im wesent-
lichen unbeeinfluflt bleibt. Das Mittenpotential
VBLEQ liegt, vorzugsweise in der Mitte zwischen ei-
nem hohen Versorgungsspannungspotential VBLH
und einem Massepotential GND. Das niedrigere Po-
tential der zweiten Bitleitung BLC bewirkt tiber den
ersten p-Kanal-Transisotr P1 ein Ansteigen des Po-
tentials der ersten Bitleitung BLT auf das hohe Ver-
sorgungspannungspotential VBLH, sobald das
pset-Signal pset von einem Mittenpotential VBLEQ
auf das hohe Versorgungsspannungspotential VBLH
geschaltet wird. Das Schalten des nset-Signals nset
und des pset-Signals pset erfolgt Ublicherweise mit
kurzer zeitlicher Verzégerung. Das nset-Signal nset
und das pset-Signal pset kénnen jedoch auch gleich-
zeitig geschaltet werden.

[0030] In Fig. 1b ist ein Zeitablaufdiagramm fir die
Ansteuerung der Wortleitungen der Schalteinrichtung
2 und des Ausleseverstarkers 3 dargestellt. Zunachst
wird eine der Wortleitungen WLT, WLC durch das
Wortleitungsaktivierungssignal aktiviert. Sobald die
Ladung aus dem Speicherkondensator auf die ent-
sprechende Bitleitung BLT, BLC geflossen ist, wird
Uber das Schaltsignal MUX die Schalteinrichtung der
Bitleitungen gedffnet und die Potentiale der Bitleitun-
gen an den Ausleseverstarker 3 gefihrt.
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[0031] Die N-Kanal-Transistoren N1, N2 des Ausle-
severstarkers 3 sind an das nset-Signal nset ange-
legt, das beim Aktivieren den Low-Pegel angibt, auf
den die Bitleitung mit dem niedrigeren Potential gezo-
gen werden soll. Im nicht aktivierten Zustand befindet
sich das nset-Signal nset auf einem Mittenpotential
VBLEQ, etwa bei 0,9V.

[0032] Die P-Kanal-Transistoren P1, P2 sind mit ei-
nem pset-Signal pset verbunden, das beim Auslesen
angibt, auf welches High-Potential die Bitleitung mit
dem hoheren Potential gezogen werden soll. Das
High-Potential des pset-Signals pset liegt, vorzugs-
weise bei etwa 1,8 V, wahrend das Low-Potential des
nset-Signals nset etwa bei 0 V liegt.

Ausfihrungsbeispiel

[0033] In Fig. 2 ist schematisch ein Speicherzellen-
feld 10 mit Speicherzellen 1 dargestellt. Es weist
Wortleitungen WLT, WLC und Bitleitungen BLT, BLC
auf. Die Bitleitungen sind in Bitleitungspaare BLP or-
ganisiert, wobei die Bitleitungspaare BLP uber Ausle-
severstarker 3 ausgelesen werden kénnen. Aus Lay-
outgriinden wird ein Speicherzellenfeld in mehreren
Teilen aufgebaut, so dass die Ausleseverstarker 3 zu-
einander versetzt, d.h. nacheinander auf verschiede-
nen Seiten der Bitleitung BLT, BLC angeordnet wer-
den. Damit kdnnen die Ausleseverstarker 3 zwischen
zwei benachbarten Teilen des Speicherzellenfelds
aufgeteilt werden, und die Siliziumflache wird optimal
ausgenutzt.

[0034] In Fig. 3a ist eine bevorzugte Ausflihrungs-
form der erfindungsgemassen Ausleseschaltung dar-
gestellt. Es sind Bitleitungspaare BLP1, BLP2, mit
den daran angeschlossenen Speicherzellen darge-
stellt. Ebenso wie im Stand der Technik bezuglich
Fig. 1a dargestellt, sind an den Wortleitungen WLT,
WLC und Bitleitungen BLT, BLC die Speicherzellen 1
alternierend angeordnet. Die Funktionsweise der
Speicherzellen 1 sowie des Auslesen der Speicher-
zellen auf die Bitleitungen BLT, BLC unterscheidet
sich im wesentlichen nicht von der zuvor bzgl. des
Stands der Technik beschriebenen Art und Weise.
Wahrend die Schalteinrichtung 2 beim Stand der
Technik lediglich die ausgelesene Ladung auf den
Bitleitungen BLT, BLC mit dem Ausleseverstarker 3
verbindet, weist die Schalteinrichtung gemass der in
Fig. 3a dargestellten Ausfuhrungsform der Erfindung
dartber hinaus eine Vertauschungsschaltung 4 auf.
[0035] Die Vertauschungsschaltung 4 sieht fir jede
der Bitleitungen BLT, BLC eines Bitleitungspaares
BLP1, BLP2 vor, dass jede der Bitleitungen BLT, BLC
entweder an eine erste oder an eine zweite Leitung
angelegt werden kann. Dazu sind fir jede der Bitlei-
tungen BLT, BLC ein erster Schalttransistor 5 und ein
zweiter Schalttransistor 6 vorgesehen. Die ersten
Schalttransistoren 5 werden Uber ihre Steuereingan-
ge durch ein zweites Schaltsignal MUXC, die zweiten
Schalttransistoren 6 durch ein erstes Schaltsignal
MUXT angesteuert.

[0036] Werden die ersten Schalttransistoren 5
durch das zweite Schaltsignal MUXC gedéffnet, so ist
die erste Bitleitung BLT des ersten Bitleitungspaares
BLT1 mit einer ersten Datenausgangsleitung DQ1T
verbunden. Die zweite Bitleitung BLC des ersten Bit-
leitungspaares BLP1 ist dann mit einer zweiten Da-
tenausgangsleitung DQ1C, die erste Bitleitung BLT
des zweiten Bitleitungspaares BLP2 mit einer dritten
Datenausgangsleitung DQ2T und eine zweite Bitlei-
tung BLC des zweiten Bitleitungspaares BLP2 mit ei-
ner vierten Datenausgangsleitung DQ2C verbunden.
Mit einem ersten Schaltsignal MUXT, das an den
Steuereingangen der zweiten Schalttransistoren 6
anliegt, werden dann die zweiten Schalttransistoren
6 geschlossen.

[0037] Werden durch das erste Schaltsignal MUXT
die zweiten Schalttransistoren 6 gedffnet, sind die
ersten Schalttransistoren 5, gesteuert durch das
zweite Schaltsignal MUXC, geschlossen. Sind die
zweiten Schalttransistoren 6 auf Durchlass geschal-
tet, so ist die erste Bitleitung BLT des ersten Bitlei-
tungspaares BLP1 mit der zweiten Datenausgangs-
leitung DQ1C, die zweite Bitleitung BLC des ersten
Bitleitungspaares BLP1 mit der ersten Datenaus-
gangsleitung DQ1T, die erste Bitleitung BLT des
zweiten Bitleitungspaares BLP2 mit der dritten Da-
tenausgangsleitung DQ2T und die zweite Bitleitung
BLC des zweiten Bitleitungspaares BLP2 mit der vier-
ten Datenausgangsleitung DQ2C verbunden.

[0038] Das erste Schaltsignal MUXT wird im We-
sentlichen gleichzeitig zu der Aktivierung der ersten
Wortleitung WLT mit dem entsprechenden Wortlei-
tungsaktivierungssignal aktiviert, um die Bitleitungen
BLT der beiden Bitleitungspaare BLP1, BLP2, auf die
die Ladungen der Speicherkapazitaten geflossen
sind, mit der zweiten Datenausgangsleitung DQ1C
bzw. mit der dritten Datenausgangsleitung DQ2T zu
verbinden. Dazu werden die zweiten Schalttransisto-
ren 6 mit Hilfe des ersten Schaltsignals MUXT durch-
geschaltet, wenn durch das entsprechende Wortlei-
tungsaktivierungssignal fir die erste Wortleitung WLT
die Speicherzellen den ersten Bitleitungen BLT der
beiden Bitleitungspaare BLP1, BLP2 aktiviert wer-
den. Dann werden die ersten Bitleitungen BLT der
Bitleitungspaare BLP1, BLP2 auf die zweite Daten-
ausgangsleitung DQ1C und dritte Datenausgangslei-
tung DQ2T gelegt. Ebenso ist auch vorgesehen, dass
das zweite Schaltsignal MUXC im Wesentlichen
gleichzeitig zu der Aktivierung der zweiten Wortlei-
tung WLC angelegt wird.

[0039] Zwischen der ersten Datenausgangsleitung
DQ1T und der zweiten Datenausgangsleitung DQ1C,
ist ein erster Ausleseverstarker 10 angeordnet, der in
der oben in Verbindung mit Fig. 1 beschriebenen
Weise aufgebaut ist und dessen Funktion identisch
ist. Der erste Ausleseverstarker 10 trennt den Poten-
tialunterschied auf den Datenausgangsleitungen
DQ1T, DQ1C, so dass die aus den Speicherzellen 1
ausgelesenen Informationen Uber die Datenaus-
gangsleitungen DQ1T, DQ1C ausgelesen werden
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kénnen.

[0040] Ebenso ist zwischen der dritten Datenaus-
gangsleitung DQ2T und der vierten Datenausgangs-
leitung DQ2C ein zweiter Ausleseverstarker 11 vor-
gesehen, der auf die gleiche Art und Weise aufge-
baut ist und funktioniert.

[0041] Die erfindungsgemasse Ausleseschaltung
sieht nun vor, dass zwischen der zweiten Datenaus-
gangsleitung DQ1C und der dritten Datenausgangs-
leitung DQ2T ein dritter Ausleseverstarker 12 vorge-
sehen ist. Der dritte Ausleseverstarker 12 ist in der
Lage, den Potentialunterschied zwischen der zweiten
Datenausgangsleitung DQ1C und der dritten Daten-
ausgangsleitung DQ2T zu verstarken.

[0042] Sind in den ausgelesenen Speicherzellen 1
der beiden Bitleitungspaare BLP1, BLP2 unter-
schiedliche Informationen gespeichert, so besteht ein
Potentialunterschied zwischen der zweiten Daten-
ausgangsleitung DQ1C und der dritten Datenaus-
gangsleitung DQ2T, der dem Ladungsunterschied
zwischen der um die Ladung einer Speicherkapazitat
erhdhten Ladung einer Bitleitung und der um die La-
dung einer Speicherkapazitat erniedrigten Ladung ei-
ner Bitleitung entspricht. Potentialunterschiede, die
sich aus der Ladung einer Speicherkapazitat und der
Ladung einer Bitleitung ohne angelegte Speicherka-
pazitat ergeben, liegen zwischen der ersten Daten-
ausgangsleitung DQ1T und der zweiten Datenaus-
gangsleitung DQ1C, sowie zwischen der dritten Da-
tenausgangsleitung DQ2T und der vierten Datenaus-
gangsleitung DQ2C an.

[0043] Somit sieht der dritte Ausleseverstarker 12
zwischen der zweiten Datenausgangsleitung DQ1C
und der dritten Datenausgangsleitung DQ2T einen
Potentialunterschied, der hoher ist als der Potential-
unterschied, den die ersten und zweiten Auslesever-
starker 10, 11 an ihren Eingangen anliegen haben.
Der dritte Ausleseverstarker 12 unterstitzt somit die
Verstarkung des Potentialunterschiedes der ver-
schiedenen Ladungen auf der zweiten und dritten
Datenausgangsleitung DQ1C, DQ2T durch den ers-
ten und zweiten Ausleseverstarker 10, 11, indem
durch den dritten Ausleseverstarker 12 die Potentiale
der Datenausgansleitungen DQ1C und DQ2T eben-
falls in einer Richtung auseinandergezogen werden,
die den Richtungen der betreffenden Bitleitungen des
ersten und zweiten Ausleseverstarkers 10, 11 ent-
sprechen.

[0044] Der dritte Ausleseverstarker 12 erhalt entwe-
der das gleiche nset-Signal nset und pset-Signal pset
wie die Ubrigen Ausleseverstarker oder ein npuls-Si-
gnal npuls bzw. ein ppuls-Signal ppuls, das gegeni-
ber dem nset-Signal nset und pset-Signal pset ge-
pulst ist. Das gepulste nset-Signal und pset-Signal
werden nach einer vorbestimmten Zeit , d.h. vor dem
nset-Signal nset und pset-Signal pset, wieder zurlick-
genommen, also auf das Mittenpotential VBLEQ zu-
rickgefuhrt wird.

[0045] Befindet sich in den auszulesenden Spei-
cherzellen die gleiche Information, so werden die La-

dungen der Bitleitung BLT, BLC entweder gleicher-
massen jeweils um die Ladung einer Speicherzelle
erhoht oder erniedrigt. Im Idealfall liegt somit an der
zweiten Datenausgangsleitung DQ1C und an der
dritten Datenausgangsleitung DQ2T die gleiche um
die Ladung einer Speicherkapazitat erhéhte oder er-
niedrigte Ladung einer Bitleitung BLT, BLC an. Der
dritte Ausleseverstarker 12 ist somit im Idealfall nicht
in der Lage, einen Potentialunterschied zu erkennen
und zu verstarken. Das Verstarken des Potentialun-
terschiedes zum Auslesen der Daten wird somit aus-
schliesslich von den an den jeweiligen Bitleitungs-
paaren angelegten ersten und zweiten Auslesever-
starkern 10, 11 vorgenommen.

[0046] In der Praxis kommt es jedoch vor, dass die
Speicherkapazitaten aufgrund von Leckmechanis-
men unterschiedlich schnell durch Leckstrome entla-
den werden, bzw. dass die Speicherkapazitaten C
von auszulesenden Speicherzellen 1 aufgrund von
Schwankungen im Herstellungsprozess unterschied-
lich gro3 sind. Sind nun in den auszulesenden Spei-
cherzellen 1 gleiche Informationen gespeichert, wo-
bei die in den Speicherkapazitaten gespeicherten La-
dungen jedoch etwas unterschiedlich sind, so liegen
auf der zweiten Datenausgangsleitung DQ1C und
der dritten Datenausgangsleitung DQ2T unterschied-
liche Potentiale an. Beide Potentiale, die beispiels-
weise einen High-Pegel reprasentieren sollen, wer-
den von den Ausleseverstarkern 10, 11 an den Bitlei-
tungspaaren jeweils auf eine hohes Bitleitungspoten-
tial gezogen.

[0047] Damit der dritte Ausleseverstarker 12 auf
Grund des Ladungsunterschiedes auf der zweiten
Datenausgangsleitung DQ1C und der dritten Daten-
ausgangsleitung DQ2T keine fehlerhafte Potentialt-
rennung vornehmen kann und den ersten und den
zweiten Ausleseverstarker 10, 11 dominiert, ist eine
Ladungsausgleichsvorrichtung 13 vorgesehen, die
zwischen der ersten Datenausgangsleitung DQ1T
und der vierten Datenausgangsleitung DQ2C ange-
ordnet ist. Die Ladungsausgleichsvorrichtung 13 um-
falkt einen n-Kanal-Transistor, der durch ein Aus-
gleichssignal EQ-short angesteuert wird. Die La-
dungsausgleichseinrichtung 13 arbeitet so, dass das
Potential der ersten Datenausgangsleitung DQ1T
und das Potential der vierten Datenausgangsleitung
DQ2C beim Auslesen auf gleichem Potential gehal-
ten werden. Dadurch wird die Ladungstrennung der
ersten und zweiten Ausleseschaltung 10, 11, insbe-
sondere beim Auslesen gleichartiger Daten unter-
stutzt.

[0048] Ist beispielsweise in den Speicherzellen je-
weils eine Ladung gespeichert, die groRer ist als die
ausgeglichene Ladung einer Bitleitung BL, so ent-
spricht dies der Information einer ,1". Die Bitleitungen
BL, auf denen sich diese erhdhten Ladungen befin-
den, werden Uber die Schalteinrichtung 4 auf die
zweite Datenausgangsleitung DQ1C und die dritte
Datenausgangsleitung DQ2T angelegt. Der erste
Ausleseverstarker 10 verstarkt den Potentialunter-
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schied zwischen der ersten Datenausgangsleitung
DQ1T und der zweiten Datenausgangsleitung DQ1C,
der zweite Ausleseverstarker 11 verstarkt den Poten-
tialunterschied zwischen der dritten Datenausgangs-
leitung DQ2T und der vierten Datenausgangsleitung
DQ2C, so dass ein hohes Bitleitungspotential auf den
zweiten DQ1C und dritten Datenausgangsleitungen
DQ2T und jeweils ein niedriges Bitleitungspotential
auf der ersten und vierten Datenausgangsleitung
DQ1T, DQ2C anliegen.

[0049] Sind die Ladungen auf den Bitleitungen
gleichgerichtet, aber aufgrund von ,starken" und
~Schwachen" Speicherzellen von ungleicher Grole,
so wirkt die Ladungsausgleichsvorrichtung 13 dem
Trennen der Ladungen durch den Ausleseverstarker
12 entgegen. Wenn beispielsweise auf der zweiten
Datenausgangsleitung DQ1C die Ladung einer star-
ken Speicherzelle und auf der Datenausgangsleitung
DQ2T die Ladung einer schwachen Speicherzelle
angelegt ist, so trennt der erste Ausleseverstarker 10
sehr schnell die Potentiale der ersten und der zweiten
Datenausgangsleitung DQ1T, DQ1C und erniedrigt
(bei grolerer Ladung der zweiten Datenausgangslei-
tung DQ1T) die Ladung der ersten Datenausgangs-
leitung DQ1T. Uber die Ladungsausgleichsvorrich-
tung 13 wird das auf der ersten Datenausgangslei-
tung DQ1T anliegende, sich vermindernde Potential
an die vierte Datenausgangsleitung DQ2C weiterge-
geben, so dass der Potentialunterschied zwischen
der dritten Datenausgangsleitung DQ2T und der vier-
ten Datenausgangsleitung DQ2C ebenfalls erhoht
wird. Dadurch wird die Ladungstrennung des zweiten
Ausleseverstarkers 11 beschleunigt und an die La-
dungstrennung des ersten Ausleseverstarkers 10 ge-
koppelt. Somit kann die Ladungsausgleichseinrich-
tung 13 die Ladungstrennung zweier benachbarter
Bitleitungspaare BLP1, BLP2 unterstiitzen, wenn
gleiche Ladungen in den betreffenden Speicherzel-
len gespeichert waren.

[0050] Der dritte Ausleseverstarker 12 arbeitet in
diesem Fall bei geringen Ladungsunterschieden zwi-
schen der zweiten DQ1C und dritten Datenaus-
gangsleitung DQ2T gegen den ersten und zweiten
Ausleseverstarker 10, 11. Es ist also sinnvoll, die
Treiberstarke der Ausleseverstarker 10, 11 gegeni-
ber der Treiberstarke des dritten Ausleseverstarkers
12 zu erhéhen, damit der dritte Ausleseverstarker 12
keine Ladungstrennung bzw. keine Verstarkung des
Potentialunterschieds vornimmt, wenn auf der be-
nachbarten zweiten und dritten Datenausgangslei-
tung DQ1C, DQ2T jeweils das hohe Bitleitungspoten-
tial anliegen soll. Somit arbeiten der erste und der
zweite Ausleseverstarker 10, 11 gegen den dritten
Ausleseverstarker 12, wenn die durch eine Wortlei-
tung WLT, WLC angesprochenen Speicherzellen 1
die gleiche Information enthalten.

[0051] In Fig. 3b ist ein Zeitablaufdiagramm darge-
stellt, das den Verlauf der Signale, die zur Steuerung
der ersten und zweiten und dritten Ausleseschaltung
10, 11, 12 verwendet werden, darstellt. Kurz nach An-

legen des Wortleitungsaktivierungssignals auf die
erste Wortleitung WLT wird das erste Schaltsignal
MUXT zum Offnen der zweiten Schalttransistoren 6
angelegt. Die Ladung der ersten Bitleitungen BLT der
Bitleitungspaare BLP1, BLP2 fliessen dann auf die
zweite und dritte Datenausgangsleitung DQ1C,
DQ2T. Das nset-Signal nset und das pset-Signal pset
befinden sich, wie in Bezug auf Fig. 1 beschrieben,
anfanglich auf einem Mittenpotential VBLEQ. Das
npuls-Signal npuls und ppuls-Signal ppuls fiir den
dritten Ausleseverstarker 12 sind anfanglich eben-
falls auf dem Mittenpotential VBLEQ und geben dann
bei Aktivierung ein hohes Bitleitungspotential VBLH
und ein niedriges Bitleitungspotential VGND vor.
[0052] Das Ladungsausgleichssignal EQ-short wird
gleichzeitig mit dem ersten bzw. dem zweiten Schalt-
signal MUXT, MUXC aktiviert, um die Ladungen, d.h.
das Potential, auf den ersten und vierten Datenaus-
gangsleitung DQ1T, DQ2C beim Verstarken zu hal-
ten, wahrend die Ausleseverstarker 10, 11 die Poten-
tialdifferenz zwischen den benachbarten ersten und
zweiten bzw. dritten und vierten Datenausgangslei-
tungen DQ1T, DQ1C, DQ2T, DQ2C vergrdssern.
[0053] Die Ladungsausgleichsvorrichtung 13 hat
den Vorteil, dass man die Verstarkung eines schwa-
chen Signals unterstitzen kann, wenn gleiche Infor-
mationen auf benachbarten Bitleitungen, d.h. gleich-
gerichtete Ladungen auf der zweiten und dritten Da-
tenausgangsleitung DQ1C, DQ2T anliegen. Durch
den Kurzschluss der ersten und der vierten Daten-
ausgangsleitung DQ1T, DQ2C beim Auslesen wird
die Potentialdifferenz zwischen einem starken Signal
aus einer starken Speicherzelle zu der Mittenspan-
nung schneller bewertet als das schwache Signal aus
der schwachen Speicherzelle. Der Ausleseverstar-
ker, an dem das starke Signal anliegt, trennt die La-
dung somit schneller, so dass eine Ladungséanderung
auf der jeweils komplementaren Datenausgangslei-
tung in die entgegengesetzte Richtung bezuglich der
Datenausgangsleitung mit dem starken Signal er-
folgt. Da die komplementare Datenausgangsleitung
mit der jeweils komplementaren Datenausgangslei-
tung der Bitleitung mit dem schwachen Signal kurz-
geschlossen ist, wird somit dem Ausleseverstarker,
der das schwache Signal verstarken soll, geholfen,
die Trennung der Ladungen durchzufiihren. Die Be-
wertung durch den dritten Ausleseverstarker 12 zwi-
schen der Potentialdifferenz zwischen einem starken
Signal und einem schwachen Signal wird dadurch
unterdrickt. Im Wesentlichen liegt in der Kopplung
der jeweils komplementéren Datenausgangsleitun-
gen eine zweite Bewertung eines schwachen Signals
gegenuber der Mittenspannung VBLEQ.

[0054] Sind auf benachbarten Bitleitungen unter-
schiedliche Informationen gespeichert, so liegen auf
der zweiten und dritten Ausgangsleitung DQ1C,
DQ2T unterschiedlich gerichtete Ladungen an. In
diesem Fall wird die Ladungstrennung der ersten und
zweiten Ausleseverstarker 10, 11 durch den dritten
Ausleseverstarker 12 unterstitzt. Da bei unterschied-
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lichen Informationen auf benachbarten Bitleitungen
die Ladungsausgleichsvorrichtung 13 und bei glei-
chen Informationen auf benachbarten Bitleitungen
der dritte Ausleseverstarker 12 jeweils gegen den
ersten und zweiten Ausleseverstarker 10, 11 arbei-
ten, wird die Ladungsausgleichsvorrichtung 13 durch
das Ausgleichssignal EQ-short sowie der dritte Aus-
leseverstarker 12 durch das npuls-Signal npuls und
das ppuls-Signal ppuls abgeschaltet, bevor die voll-
standige Trennung der Ladungen durch den ersten
Ausleseverstarker 10 und den zweiten Auslesever-
starker 11 vorgenommen ist.

[0055] Im Unterschied zu den bisherigen Auslese-
schaltungen werden nun erfindungsgemasse Ausle-
seschaltungen vorgesehen, die jeweils mit vier Bitlei-
tungen statt mit zwei Bitleitungen verbunden sind.
Die Ausleseschaltungen sind jeweils abwechselnd
auf der linken und rechten Seite eines Speicherzel-
lenfeldes angeordnet, so dass das in Fig. 4 darge-
stellte Anordnungsmuster der erfindungsgemassen
Ausleseschaltungen entsteht.

Bezugszeichenliste

1 Speicherzelle

2 Schalteinrichtung

3 Ausleseverstarker

4 Schalteinrichtung

T Speichertransistor

C Speicherkondensator

N1, N2 N-Kanal-Feldeffekttransistoren

P1, P2 P-Kanal-Feldeffekttransistoren

BLP1, BLP2 Bitleitungspaare

WLT erste Wortleitung

WLC zweite Wortleitung

BLT erste Bitleitung

BLC zweite Bitleitung

MUXC erstes Schaltsignal

MUXT zweites Schaltsignal

5 erster Schalttransistor

6 zweiter Schalttransistor

DQ1-DQ4 erste bis vierte Datenausgangslei-
tung

nset nset-Signal

pset pset-Signal

npuls High-Potential-Signal fur weiteren
Ausleseverstarke

ppuls Low-Potential-Signal fir weiteren
Ausleseverstarker

DQ-short Ausgleichssignal

10 erster Ausleseverstarker

11 zweiter Ausleseverstarker

12 dritter Ausleseverstarker

13 Ladungsausgleichsvorrichtung

1. Ausleseschaltung fur eine dynamische Spei-

Patentanspriiche

cherschaltung, wobei Speicherzellen (1) eines Spei-
cherzellenfeldes tiber Wortleitungen (WLT, WLC) und
Bitleitungen (BLT, BLC) adressierbar sind, wobei die
Bitleitungen (BLT, BLC) in Bitleitungspaare (BLP1,
BLP2) organisiert sind, wobei Speicherkapazitaten
(C) der Speicherzellen (1) jeweils mit einer Bitleitung
(BLT, BLC) eines Bitleitungspaares (BLP1, BLP2)
durch Aktivieren einer Wortleitung verbindbar sind,
wobei eine Vertauschungsschaltung (4) vorgesehen
ist, die mit jeder der Bitleitungen (BLT, BLC) zweier
Bitleitungspaare (BLP1, BLP2) verbunden ist, und
die eine erste Datenausgangsleitung (DQ1T), eine
zur ersten benachbarte zweite Datenausgangslei-
tung (DQ1C), eine zur zweiten benachbarte dritte Da-
tenausgangsleitung (DQ2T) und eine zur dritten be-
nachbarte vierte Datenausgangsleitung (DQ2C) auf-
weist,

wobei die Vertauschungsschaltung (4) so gestaltet
ist, um die durch Aktivieren der Wortleitung mit den
Speicherkapazitaten (C) verbundenen Bitleitungen
(BLT, BLC) an die zweite und die dritte Datenaus-
gangsleitung (DQ1C, DQ2T) anzulegen und um die
nicht mit den Speicherzellen verbundenen Bitleitun-
gen an die erste und die vierte Datenausgangsleitung
(DQ1T, DQ2C) anzulegen,

wobei ein erster Ausleseverstarker (10) mit der ers-
ten (DQ1T) und der zweiten Datenausgangsleitung
(DQ1C), ein zweiter Ausleseverstarker (11) mit der
dritten (DQ2T) und der vierten Datenausgangsleitung
(DQ2C) und ein dritter Ausleseverstarker (12) mit der
zweiten (DQ1C) und der dritten Datenausgangslei-
tung (DQ2T) verbunden ist,

wobei die Ausleseverstarker (10, 11, 12) zum Ver-
starken eines Potentialunterschiedes auf den zwei
angeschlossenen Leitungen vorgesehen sind.

2. Ausleseschaltung nach Anspruch 1, wobei
eine erste (WLT) und eine zweite Wortleitung (WLC)
vorgesehen ist, wobei die erste Bitleitung (BLT) des
jeweiligen Bitleitungspaares (BLP1, BLP2) mit den
entsprechenden Speicherkapazitaten (C) durch Akti-
vieren der ersten Wortleitung (WLT) verbindbar ist
und die zweite Bitleitung des jeweiligen Bitleitungs-
paares (BLP1, BLP2) mit den entsprechenden Spei-
cherkapazitaten (C) durch Aktivieren der zweiten
Wortleitung (WLC) verbindbar ist, wobei die Vertau-
schungsschaltung (4) so gestaltet ist, um bei Aktivie-
rung der ersten Wortleitung (WLT) die ersten Bitlei-
tungen (BLT) der zwei Bitleitungspaare (BLP1, BLP2)
auf die zweite (DQ1C) und die dritte Datenausgangs-
leitung (DQ2T) und die zweiten Bitleitungen (BLC)
auf die erste (DQ1T) und die vierte Datenausgangs-
leitung (DQ2C) anzulegen und bei Aktivierung der
zweiten Wortleitung (WLC) die zweiten Bitleitungen
(BLC) der zwei Bitleitungspaare (BLP1, BLP2) auf die
zweite (DQ1C) und die dritte Datenausgangsleitung
(DQ2T) und die ersten Bitleitungen (BLT) auf die ers-
te und die vierte Datenausgangsleitung (DQ2C) an-
zulegen.
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3. Ausleseschaltung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Ausleseverstarker (10, 11, 12) einen ersten
Transistor (N1), einen zweiten Transistor (N2), einen
dritten Transistor (P1) und einen vierten Transistor
(P2) aufweisen,
wobei ein erster Anschlul des ersten Transistors
(N1) mit der ersten Leitung und ein zweiter Anschluf
des ersten Transistors (N1) mit einem ersten Bitlei-
tungspotential (nset) verbunden ist,
wobei ein erster Anschluf} des zweiten Transistors
(N2) mit der zweiten Leitung und ein zweiter An-
schlufl des zweiten Transistors (N2) mit dem ersten
Bitleitungspotential verbunden ist,
wobei ein erster Anschlufl des dritten Transistors
(P1) mit der ersten Leitung und ein zweiter Anschluf
des dritten Transistors (P1) mit einem zweiten Bitlei-
tungspotential verbunden ist,
wobei ein erster Anschlufl des vierten Transistors
(P2) mit der zweiten Leitung und ein zweiter An-
schlu® des vierten Transistors (P2) mit dem zweiten
Bitleitungspotential verbunden ist.

4. Ausleseschaltung nach einem der Anspriche
1 bis 3, wobei die Treiberstarke des dritten Auslese-
verstarkers (12) geringer ist als die Treiberstarke des
ersten (10) und/oder des zweiten Ausleseverstarkers
(11).

5. Ausleseschaltung nach einem der Anspriiche
1 bis 4, wobei zwischen der ersten Datenausgangs-
leitung (DQ1T) und der vierten Datenausgangslei-
tung (DQ2C) eine Potentialausgleichsschaltung (13)
vorgesehen ist, um abhangig von einem Ausgleichs-
steuersignal (EQ-short) die Potentiale zwischen der
ersten Datenausgangsleitung (DQ1T) und der vierten
Datenausgangsleitung (DQ2C) auszugleichen.

6. Verfahren zum Betreiben einer Ausleseschal-
tung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei eine
der Wortleitungen (WLT, WLC) aktiviert wird, wobei
die Vertauschungsschaltung (4) so angesteuert wird,
dass die mit den Speicherkapazitaten (C) verbunde-
nen Bitleitungen (BLT, BLC) an die zweite und an die
dritte Datenausgangsleitung (DQ1C, DQ2T) angelegt
werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei an den ers-
ten und an den zweiten Ausleseverstarker (10, 11) je-
weils im wesentlichen zeitgleich mit der Aktivierung
der Wortleitung ein nset-Signal (nset) und ein
pset-Signal (pset) angelegt wird, die ein hohes und
ein niedriges Potential fir die Datenausgangsleitun-
gen (DQ1T, DQ1C, DQ2T, DQ2C) bestimmen.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei an den drit-
ten Ausleseverstarker (12) jeweils im wesentlichen
zeitgleich mit der Aktivierung der Wortleitung ein
npuls-Signal npuls und ein ppuls-Signal ppuls ange-
legt wird, die ein hohes und ein niedriges Potential fur
die Datenausgangsleitungen bestimmen, wobei das

npuls-Signal (npuls) und das ppuls-Signal (ppuls) ge-
genlber dem nset-Signal (nset) und ein pset-Signal
(pset) gepulst wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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FIG 3B
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